
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 

(43)申请公布日 

(21)申请号 201910886667.9

(22)申请日 2019.09.19

(71)申请人 南京中电熊猫平板显示科技有限公

司

地址 210033 江苏省南京市栖霞区南京液

晶谷天佑路7号

    申请人 南京中电熊猫液晶显示科技有限公

司　

南京华东电子信息科技股份有限公

司

(72)发明人 徐尚君　王鸣昕　黄洪涛　朱景辉　

高威　

(51)Int.Cl.

H01L 21/67(2006.01)

H01L 27/15(2006.01)

 

(54)发明名称

一种Micro Led巨量转移装置及其转移方法

(57)摘要

在本发明提供一种Micro Led巨量转移装

置，其包括转移Micro LED的转移头、接收Micro 

LED的接收电极、设置在接收电极上绝缘层以及

位于接收电极上且开设在绝缘层上的开孔，其

中，所述绝缘层在压力下具有流动性；携带Micro 

LED的转移头靠近接收电极的同时挤压绝缘层使

绝缘层发生形变，绝缘层填充在开孔与Micro 

LED之间的空隙且Micro LED的侧壁由绝缘层包

裹。本发明Micro Led巨量转移装置及其转移方

法，通过绝缘层具有流动性，使在Micro Led巨量

转移的过程中同时让绝缘层固定Micro Led，解

决Micro Led偏移和侧壁保护的问题。
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1.一种Micro  Led巨量转移装置，其特征在于，其包括转移Micro  LED的转移头、接收

Micro  LED的接收电极、设置在接收电极上绝缘层以及位于接收电极上且开设在绝缘层上

的开孔，其中，所述绝缘层在压力下具有流动性；携带Micro  LED的转移头靠近接收电极的

同时挤压绝缘层使绝缘层发生形变，绝缘层填充在开孔与Micro  LED之间的空隙且Micro 

LED的侧壁由绝缘层包裹。

2.根据权利要求1所述的Micro  Led巨量转移装置，其特征在于，Micro  LED固定在绝缘

层后，Micro  LED的顶端为凹槽。

3.根据权利要求1所述的Micro  Led巨量转移装置，其特征在于，所述绝缘层采用光阻

材料制成的。

4.根据权利要求3所述的Micro  Led巨量转移装置，其特征在于，所述绝缘层采用正性

光阻材料制成的。

5.根据权利要求3所述的Micro  Led巨量转移装置，其特征在于，所述绝缘层采用负性

光阻材料制成的。

6.根据权利要求1所述的Micro  Led巨量转移装置，其特征在于，所述绝缘层的高度为

H1,Micro  LED的高度为H2，H1大于H2；绝缘层的外径为R1，转移头的外径为R2，R1大于R2；开

孔的内径为r1，Micro  LED的外径为r2。

7.根据权利要求5所述的Micro  Led巨量转移装置，其特征在于，0＜H1-H2≤3um；3um＜

R1-R2；0＜r1-r2≤3um。

8.根据权利要求1-7任一所述Micro  Led巨量装置的转移方法，其特征在于，包括如下

步骤：

S1：携带Micro  LED的转移头向接收电极靠近；

S2：Micro  LED伸入开孔的过程中，转移头靠近接收电极的同时挤压绝缘层使绝缘层发

生形变，绝缘层填充在开孔与Micro  LED之间的空隙内并把Micro  LED的侧壁保护起来；

S3：撤掉转移头。

9.根据权利要求8所述Micro  Led巨量转移方法，其特征在于，Micro  LED固定在绝缘层

后，Micro  LED的顶端不会被绝缘层覆盖，Micro  LED的顶端的绝缘层经所述转移头挤压形

成凹槽。
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一种Micro  Led巨量转移装置及其转移方法

技术领域

[0001] 本发明涉及Micro  Led的技术领域，尤其涉及一种Micro  Led巨量转移装置及其转

移方法。

背景技术

[0002] 在Micro  LED显示面板的制作过程中，巨量转移是关键步骤之一。目前采用转移头

吸取Micro  LED放置到接收电极的方法，会存在Micro  LED偏移预定位置的现象。同时，垂直

型Micro  LED的侧壁需要被绝缘层保护以防止P侧和N侧短路。

[0003] 目前采用的方法是先转移LED后制备整面绝缘层，再去除LED表面的绝缘层。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种解决Micro  Led偏移和侧壁保护的问题的及一种

Micro  Led巨量转移装置及其转移方法。

[0005] 本发明提供一种Micro  Led巨量转移装置，其包括转移Micro  LED的转移头、接收

Micro  LED的接收电极、设置在接收电极上绝缘层以及位于接收电极上且开设在绝缘层上

的开孔，其中，所述绝缘层在压力下具有流动性；携带Micro  LED的转移头靠近接收电极的

同时挤压绝缘层使绝缘层发生形变，绝缘层填充在开孔与Micro  LED之间的空隙且Micro 

LED的侧壁由绝缘层包裹。

[0006] 优选地，Micro  LED固定在绝缘层后，Micro  LED的顶端的绝缘层经所述转移头挤

压形成凹槽。

[0007] 优选地，所述绝缘层采用光阻材料制成的。

[0008] 优选地，所述绝缘层采用正性光阻材料制成的。

[0009] 优选地，所述绝缘层采用负性光阻材料制成的。

[0010] 优选地，所述绝缘层的高度为H1,Micro  LED的高度为H2，H1大于H2；绝缘层的外径

为R1，转移头的外径为R2，R1大于R2；开孔的内径为r1，Micro  LED的外径为r2。

[0011] 优选地，0＜H1-H2≤3um；3um＜R1-R2；0＜r1-r2≤3um。

[0012] 本发明还提供一种Micro  Led巨量转移方法，包括如下步骤：

[0013] S1：携带Micro  LED的转移头向接收电极靠近；

[0014] S2：Micro  LED伸入开孔的过程中，转移头靠近接收电极的同时挤压绝缘层使绝缘

层发生形变，绝缘层填充在开孔与Micro  LED之间的空隙内并把Micro  LED的侧壁保护起

来；

[0015] S3：撤掉转移头。

[0016] 优选地，Micro  LED固定在绝缘层后，Micro  LED的顶端不会被绝缘层覆盖，Micro 

LED的顶端的绝缘层经所述转移头挤压形成凹槽。

[0017] 本发明Micro  Led巨量转移装置及其转移方法，通过绝缘层具有流动性，使在

Micro  Led巨量转移的过程中同时让绝缘层固定Micro  Led，解决Micro  Led偏移和侧壁保
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护的问题。

附图说明

[0018] 图1为本发明Micro  Led巨量转移装置的结构示意图；

[0019] 图2为图1所示Micro  Led巨量转移装置的俯视图；

[0020] 图3为本发明Micro  Led巨量转移过程之一的示意图；

[0021] 图4为本发明Micro  Led巨量转移过程之一的示意图；

[0022] 图5为本发明Micro  Led巨量转移过程之一的示意图。

具体实施方式

[0023] 下面结合附图和具体实施例，进一步阐明本发明，应理解这些实施例仅用于说明

本发明而不用于限制本发明的范围，在阅读了本发明之后，本领域技术人员对本发明的各

种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。

[0024] 为使图面简洁，各图中只示意性地表示出了与本发明相关的部分，它们并不代表

其作为产品的实际结构。另外，以使图面简洁便于理解，在有些图中具有相同结构或功能的

部件，仅示意性地绘示了其中的一个，或仅标出了其中的一个。在本文中，“一个”不仅表示

“仅此一个”，也可以表示“多于一个”的情形。

[0025] 本发明Micro  Led巨量转移装置及其转移方法，如图1和图2所示，转移装置包括转

移Micro  LED的转移头40、承载Micro  LED的接收电极10、设置在接收电极10上绝缘层20以

及位于接收电极10上且开设在绝缘层20上的开孔30，其中，接收电极10采用负极材料制成；

绝缘层20在压力下具有流动性，绝缘层20可以是光阻材料，具体为正性光阻材料或负性光

阻材料。

[0026] 绝缘层20通过曝光和显影形成开孔30。绝缘层20的高度为H1,Micro  LED  100的高

度为H2，H1大于H2，优选地，0＜H1-H2≤3um；绝缘层20的外径为R1，转移头40的外径为R2，R1

大于R2，优选地，3um＜R1-R2；开孔的内径为r1，Micro  LED的外径为r2，优选地，0＜r1-r2≤

3um。开孔30为Micro  LED  100预留的位置，绝缘层20较Micro  LED  100高出，转移头40在放

下Micro  LED  100的同时挤压绝缘层20使其只包覆在Micro  LED  100的侧壁，Micro  LED固

定在绝缘层20内后，Micro  LED  100的顶端设有凹槽21。

[0027] 工作是，携带Micro  LED的转移头40靠近接收电极10的同时挤压绝缘层20使绝缘

层20发生形变，绝缘层20填充在开孔30与Micro  LED  100之间的空隙且Micro  LED  100的侧

壁由绝缘层20包裹。

[0028] Micro  LED  100固定在绝缘层20后，Micro  LED  100的顶端的绝缘层20经所述转移

头40挤压形成凹槽21，即icro  LED  100的顶端为凹槽21。

[0029] Micro  Led巨量转移方法，包括如下步骤：

[0030] S1：如图3所示，携带Micro  LED  100的转移头40向接收电极10靠近；

[0031] S2：如图4所示，Micro  LED  100伸入开孔30的过程中，转移头40靠近接收电极10的

同时挤压绝缘层20使绝缘层20发生形变，绝缘层20填充在开孔30与Micro  LED  100之间的

空隙内并把Micro  LED  100的侧壁保护起来，同时Micro  LED  100的顶端不会被绝缘层20覆

盖；
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[0032] S3：如图5所示，撤掉转移头40。

[0033] 针对步骤S2，Micro  LED固定在绝缘层后，由于是转移头40在挤压绝缘层20，Micro 

LED的顶端不会被绝缘层覆盖，故在挤压绝缘层20的过程中，Micro  LED  100的顶端的绝缘

层20经所述转移头40挤压形成凹槽21。本发明Micro  Led巨量转移装置及其转移方法，通过

绝缘层具有流动性，使在Micro  Led巨量转移的过程中同时让绝缘层固定Micro  Led，解决

Micro  Led偏移和侧壁保护的问题。

[0034] 以上详细描述了本发明的优选实施方式，但是本发明并不限于上述实施方式中的

具体细节，在本发明的技术构思范围内，可以对本发明的技术方案进行多种等同变换(如数

量、形状、位置等)，这些等同变换均属于本发明的保护范围。
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图1

图2
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图4
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图5
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摘要(译)

在本发明提供一种Micro Led巨量转移装置，其包括转移Micro LED的转
移头、接收Micro LED的接收电极、设置在接收电极上绝缘层以及位于接
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发生形变，绝缘层填充在开孔与Micro LED之间的空隙且Micro LED的侧
壁由绝缘层包裹。本发明Micro Led巨量转移装置及其转移方法，通过绝
缘层具有流动性，使在Micro Led巨量转移的过程中同时让绝缘层固定
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